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1^ (57) Abstract: Sensitive component structures (2) can be encapsulated by enclosing them with a frame structure (6) consisting of a 
^ light-sensitive reaction resin and covering the latter with another, structured layer of reaction resin after applying an auxiliary film 
00 (7). Top structures (10) which fit over the frame structures (6) can be produced e.g., by structured imprinting or photostructuring. 
ON The residual parts of the exposed auxiliary film are removed by dissolving or etching. 

^ (57) Zusammenfassung: Zur Verkapselung empfindlicher Bauelementstrukturen (2) wird vorgeschlagen, die Bauelementstruktu- 
ren mit einer Rahmenstruktur (6) aus einem lichtempfindlichen Reaktionsharz zu umschlieflen und dieses nach Aufbringen einer 

^ Hilfsfolie (7) mit einer weiteren strukturierten Reakuonsharzschicht (8) abzudecken. Zum Beispiel durch strukturiertes Aufdrucken 
oder durch Photostrukturierung konnen iibcr den Rahmenstrukturen (6) passende Dachstrukturen (10) herausgebildet werden. Die 

^ Reste der frei liegenden Hilfsfolie werden herausgcltist oder heraus geatzt. 



WO 01/59827 




TCT/DE01/00404 



1 

Verkapselung fur ein elektrisches Bauelement und Verfahren 
zur Herstellung 



Bei der Herstellung elektrischer und elektronischer 
5 Bauelemente aus Wafern kann es bereits im Waf erstadium, also 
vor der Vereinzelung in einzelne Bauelemente, erforderlich 
sein, auf dem Wafer erzeugte empf indliche 

Bauelement st rukturen mit einer Abdeckung zu versehen. Diese 
Abdeckung kann zum einen als Schutz vor auSeren Einfliissen im 

10 weiteren Herstellungsprozess dienen oder die Grundlage fur 

bestimmte Gehausetechnologien bilden. Insbesondere kann eine 
solche Abdeckung einen mechanischen Schutz gegeniiber Kratzern 
und Stolen, einen hermetischen Schutz gegeniiber im weiteren 
Verarbeitungsverf ahren eingesetzten Medien oder einen Schutz 

15 gegeniiber Verunreinigungen, insbesondere gegen die bei 

miniaturisierten Bauelementen besonders storenden leitfahigen 
Partikeln darstellen. Auf der Basis dieser Abdeckung kann das 
Gehause vervollstandigt werden, beispielsweise durch 
Vergiefeen mit Harz, Umpressen mit Kunststoff , Einbau in ein 

20 weiteres Gehause etc.. 

Beispielsweise Oberf lachenwellenbauelemente weisen besonders 
empf indliche Bauelementstrukturen auf, die aus fein 
strukturierten Leiterbahnen ausgebildete Interdigitalwandler 
25 und Reflektoren umfassen konnen. Diese empf indlichen 

Strukturen diirfen in der Regel nicht mit den genannten 
Abdeckungen in Kontakt stehen, da andernfalls die 
Eigenschaf ten des entsprechenden 

Oberf lachenwellenbauelementes unzulassig und in nicht 
3 0 reproduzierbarer Weise verandert werden konnen. Eine 

Abdeckung dieser Strukturen ist nur durch eine einen Hohlraum 
iiber den Strukturen ausbildende Verkapselung moglich. 

Aus der WO 95/30 276 ist eine Verkapselung fur elektrische 
3 5 und elektronische Bauelemente bekannt, die aus einer die 

Bauelementstrukturen umschlieSenden Rahmen- und Stut zstruktur 
und einer darauf aufliegenden Abdeckschicht besteht, welche 
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mit dem Rahmen zusammen eine die empf indlichen Strukturen 
umschlieSende hermetisch dicht schlieSende Kappe ausbilden 
kann. Sowohl Rahmenstruktur als auch Abdeckschicht werden 
dabei vorzugsweise aus Photoresistmaterial" und insbesondere 
5 aus Photoresistf olien hergestellt. Dazu werden diese 

ganzflachig auf laminiert , iiber eine Maske belichtet und 
entwickelt. Diese Schritte sind fur Rahmenstruktur und 
Abdeckschicht separat durchzuf uhren . Insgesamt ist das 
Verfahren relativ aufwendig und erfordert eine Vielzahl von 
10 Verf ahrensschrit ten . 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein 
Verfahren zur Verkapselung empf indlicher Bauelement strukturen 
anzugeben, welches einfacher durchzufiihren ist und dennoch zu 
15 einer sicheren Verkapselung auch empf indlicher 
Bauelementstrukturen f uhrt . 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS durch ein Verfahren nach 
Anspruch 1 gelost. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
20 sowie eine so hergestellte Verkapselung sind weiteren 
Anspruchen zu entnehmen. 

Das erf indungsgemaSe Verfahren geht ebenso wie die eben 
beschriebene bekannte Verkapselung von einer zweiteiligen 

25 Verkapselung aus, namlich einer die Bauelementstrukturen 

umschliefeenden Rahmenstruktur und einer darauf aufsitzenden 
Dachstruktur . Im Unterschied zum bekannten Verfahren wird 
erf indungsgemaS jedoch sowohl fur die Rahmenstrukturen als 
auch fur die Dachstrukturen ein fliissig auf bringbares 

30 Reaktionsharz eingesetzt, welches nachtraglich gehartet wird. 
Nach Ausbilden der Rahmenstrukturen durch Belichten und 
Entwickeln einer ersten Reaktionsharzschicht wird dariiber 
ganzflachig, d.h. nicht nur iiber das einzelne Bauelement 
sondern ggf . iiber den gesamten Wafer eine Hilfsfolie 

35 gespannt, die samtliche auf dem Substrat erzeugten 

Rahmenstrukturen iiberdeckt und auf diesen f est haf tet . Uber 
der Hilfsfolie wird dann die zweite Reaktionsharzschicht 
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strukturiert auf gebracht . Im letzten Schritt werden die 
auSerhalb der Rahmenstrukturen bzw. zwischen den 
Dachstrukturen frei liegenden Bereiche der Hilfsfolie 
entfernt, vorzugsweise durch Auflosen mit einem Losungsmittel 
5 oder durch Behandlung mit einem Plasma. 

In einer bevorzugten Ausfuhrung der Erfindung wird ein UV- 
hartbares Reaktionsharz fur die zweite Reaktionsharzschicht 
eingesetzt, welches nach ganzf lachiger Aufbringung noch 
10 strukturierend belichtet, entwickelt und gehartet wird. 

Von besonderem Vorteil ist dabei, dass das Auf schleudern der 
fliissigen Reaktionsharze einen einfachen und gut 
kontrollierbaren Verf ahrensschritt darstellt, der einfacher 

15 durchzuf iihren ist als das Auf laminieren von Resistfolien und 
der insgesamt kostengiinstiger ist. Die fur die Dachstruktur 
vorgesehene zweite Reaktionsharzschicht kann dann in einer 
gewunschten Dicke aufgebracht werden, die eine ausreichende 
mechanische Stabilitat fur die Verkapselung gewahrleistet . 

20 Das Aufbringen weiterer Schichten uber dieser Dachstruktur 
ist dann nicht erf orderlich. 

Das bildmaSige Belichten von erster und zweiter 
Reaktionsharzschicht kann dabei jeweils durch Abscannen mit 
25 einem Laser, insbesondere mit einem UV-Laser erfolgen. Dies 
hat den Vorteil, dass der Prozess in einfacher Weise an 
variierende Bauelementstrukturen angepasst werden kann und 
nicht erst aufwendig Photomasken fur den Belichtungsprozess. 
erzeugt werden mussen. 

30 

In . vorteilhaf ter Weise konnen parallel zur Herstellung der 
Rahmenstrukturen in der ersten Reaktionsharzschicht weitere 
Bauelementstrukturen mit erzeugt werden, insbesondere 
Dampfungsstrukturen bei Oberf lachenwellenbauelementen . In 
35 diesem Fall ist es vorteilhaf t, wenn das Material der 

Reaktionsharzschicht akustisch angepasst ist, also eine 
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geeignete Harte und einen geeigneten Elastizitatsmodul 
auf weist . 

Die Entwicklung der Reaktionsharzschichten erfolgt 
5 vorzugsweise mit fliissigem Entwickler, je nach verwendetem 
Harzsystem mit organischen Losemitteln oder wassrig- 
alkalisch. 

In einer weiteren Ausfuhrung der Erfindung wird die 
10 strukturierte zweite Reaktionsharzschicht durch 

strukturiertes Aufdrucken auf die Hilsfolie im Bereich .uber 
den Rahmenstrukturen und Hartung erzeugt . Als strukturierende 
Druckverf ahren sind Sieb- und Schablonendruck geeignet . Das 
Aufdrucken ist wegen der Hilfsfolie auch bei geringen 
15 Strukturabmessungen der Bauelementstrukturen unkritisch, da 
die mit der zweiten Reaktionsharzschicht nur die Rahmen- 
strukturen abgedeckt werden mussen. Dafur reicht die 
Druckgenauigkeit der genannten Druckverf ahren aus, selbst 
wenn dieses Druckverf ahren zur Herstellung der ersten 
20 Reaktionsharzschicht nicht geeignet ist. 

Als Hilfsfolie kann eine dunne Kunststof f f olie und 
insbesondere eine dunne Thermoplastf olie verwendet werden. 
Diese hat den Vorteil, dass sie sich leicht aufspannen lasst 
25 und damit eine ebene Abdeckung uber den Rahmenstrukturen 

erzeugt. Weiterhin lasst sich die Kunststof ff olie gut mit den 
Rahmenstrukturen verbinden, beispielsweise durch Aufkleben, 
Aufschmelzen oder Auf schwei£en. 

30 Das Material fur die Kunststof f olie kann dabei so ausgewahlt 
sein, dass es sich einfach wieder entfernen lasst. 
Insbesondere kann es gut in einem Losungsmittel loslich sein, 
welches zum Entfernen der Kunststof ff olie in den Bereichen 
zwischen den Rahmenstrukturen, die nicht zur Abdeckung durch 

3 5 die Verkapselung vorgesehen sind, dienen kann. 
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Eine entsprechend dunne Kunststof f olie lasst sich auch leicht 
in einem Plasma abtragen, insbesondere in einem 
sauerstof fhaltigen Plasma. Dabei wird die Dicke der zweiten 
Reaktionsharzschicht ausreichend gewahlt, um der bei diesem 
5 Abtragungsprozess auch auf die zweite Reaktionsharzschicht 
einwirkenden Auflosung ausreichend Vorhalt zu geben. Als 
Material fur die Kunststof ff olie sind insbesondere Polyamid- , 
PET- Oder Polycarbonatf olien geeignet. Die Dicke der 
Kunststof ff olie wird dabei so gewahlt, dass sie einerseits 

10 moglichst diinn ist, andererseits aber noch ausreichend 

tragfahig, um die zweite Reaktionsharzschicht ohne zu gropes 
Durchbiegen zu tragen. Ublicherweise sind Foliendicken in der 
Gegend von 1 |im ausreichend. Es konnen aber auch dickere 
Folien bis ca. 20 (am oder dunnere Folien eingesetzt werden, 

15 insbesondere solche von 0,5 bis 5 \im Dicke. 

Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines 
Ausfuhrungsbeispiels und der dazu gehorigen neun Figuren 
naher erlautert . 

20 

Die Figuren 1 bis 8 zeigen anhand schematischer Querschnitte 
durch ein zu verkapselndes Bauelement verschiedene 
Verf ahrensstuf en bei der Herstellung der Verkapselung . 

2 5 Figur 9 zeigt das Bauelement wahrend einer Verf ahrensstuf e in 
schematischer Draufsicht. 

Im Ausf uhrungsbei spiel wird die Verkapselung aktiver und 
daher empf indlicher Bauelement strukturen eines 
30 Oberf lachenwellenbauelementes beschrieben. Die erlauternden 
Figuren sind nur schematische Darstellungen und daher nicht 
maSstabsgetreu . 

Figur 1 zeigt ein piezoelektrisches Substrat 1, 
35 beispielsweise einen Wafer aus Lithiumtantalat oder 

Lithiumniobat . Auf der Oberf lache des Substrats 1 werden nun 
verschiedene Bauelement strukturen aufgebracht, insbesondere 
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elektrisch leitende Strukturen, beispielsweise eine 
Metallisierung aus Aluminium. In der Figur 1 sind nur Teile 
dieser Metallisierung schematisch dargestellt, namlich die 
empf indlichen Bauelement strukturen 2, die zwar auf einem 
5 Wafer angeordnet sind, aber zu unterschiedlichen Bauelementen 
gehoren konnen. Auf dem Substrat 1 wird iiber den Bauelement- 
strukturen 2 nun ganzflachig eine lichtempf indliche 
Reaktionsharzschicht 3 auf geschleudert , beispielsweise in 
einer Dicke von ca. 50 (im. Die Dicke der Reaktionsharz - 
10 schicht 3 wird dabei so gewahlt, dass sie die Dicke der 
Bauelementstrukturen 2 so weit ubertrifft, so dass die 
Hohendif f erenz zwischen Oberkante der Bauelementstrukturen 2 
und der Reaktionsharzschicht 3 einen sicheren Abstand fur die 
Abdeckung der Bauelementstrukturen 2 gewahrleistet . 

15 

Als Reaktionsharz wird bevorzugt ein kationisch initiiert UV- 
hartbares und losungsmittelf reies Epoxidharz aufgebracht, 
welches unter UV-Strahlung hartbar ist. Neben dem kationisch 
hartbaren Epoxid enthalt dieses Reaktionsharz noch einen 

20 Photoinitiator oder ein Photoinitiatorsystem, welches an die 
Belichtungsquelle angepasst ist. Derartige Epoxidharze sind 
beispielsweise in der DE-A 44 43 946 beschrieben, auf die 
hier vollinhaltlich Bezug genommen wird. Zur Unterstutzung 
der Hartung kann das Reaktionsharz noch Zusatze enthalten, 

25 die bevorzugt basischer Natur sind und aus der Gruppe 

salzartiger Hydroxide oder organischer Amine ausgewahlt sein 
konnen . 

Figur 2: Durch scannende Belichtung 4 mit einem UV-Laser 
30 werden nun bestimmte Bereiche 5 in der ersten 

Reaktionsharzschicht 3 belichtet und zumindest angehartet . 
Die Belichtung sorgt fur einen Loslichkeitsgradienten 
zwischen belichteten Bereichen 5 und unbelichteten Bereichen 
der ersten Reaktionsharzschicht 3, die eine Entwicklung mit 
.35 Hilfe einer Entwicklerlosung erlaubt. 
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Figur 3 zeigt das Bauelement nach der Entwicklung. Die 
belichteten und nach dem Entwickeln verbleibenden Bereiche 6 
der ursprunglichen ersten Reaktionsharzschicht 3 bilden 
geschlossene Rahmenstrukturen 6 aus, die die empf indlichen 
5 Bauelementstrukturen 2 umschlieSen. Ggf . kann auf dieser 
Verf ahrensstuf e durch kurzzeitige Temperaturerhohung eine 
vollstandige Hartung der durch den UV-Laser ggf. nur 
angeharteten Rahmenstrukturen 6 erfolgen. Die vollstandige 
Aushartung kann auch vor dem Entwickeln erfolgen. 

10 

Uber die Rahmenstrukturen 6 wird nun eine dunne Kunststoff - 
folie 7 so gespannt, dass sie auf den Rahmenstrukturen 6 
dicht aufliegt. Vorzugsweise wird die als Hilfsfolie 
verwendete Kunststoff folie 7 uber das gesamte Substrat 1 
15 gespannt. 

•Figur 4 zeigt die Anordnung nach dieser Verf ahrensstuf e . 
Durch Erhitzen, Verwendung einer mit Kleber beschichteten 
Folie, durch Laser- oder Reibschweifeen oder ahnliche 
20 MalSnahmen wird eine haftende Verbindung zwischen der Folie 7 
und den Rahmenstrukturen 6 herbeigef uhrt . 

Auf die Hilfsfolie 7 wird anschlieSend eine Schicht 8 eines 
ebenfalls lichtempf indlichen fliissigen Reaktionsharzes 

25 ganzflachig auf geschleudert . Vorzugsweise wird das gleiche 
Harz wie fur die erste Reaktionsharzschicht verwendet . Die 
Dicke dieser zweiten Reaktionsharzschicht 8 wird dabei so 
gewahlt, dass sie erheblich uber der Dicke der 
Kunststoff folie 7 liegt. Figur 5 zeigt die Anordnung nach 

30 diesem Verf ahrensschritt . 

Auch in der zweiten Reaktionsharzschicht 8 wird nun eine 
strukturierende Belichtung zur Erzeugung geharteter 
Bereiche 9 erzeugt, die analog zur Belichtung der ersten 
35 Reaktionsharzschicht 3 ebenfalls durch eine scannende UV- 
Laserbestrahlung vorgenommen wird. Die dabei geharteten 
Bereiche 9 sind so angeordnet, dass sie zu den 
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Rahmeristrukturen 6 passende und mit deren auSerem Umfang 
abschlieSende Dachstrukturen ausbilden (s. Figur 6). 

Figur 7: Ggf . wird nun ein weiterer Temperaturschritt 
durchgef uhrt , um die Hartung in den Bereichen 9 zu 
vervollstandigen. AnschlieEend werden mit einem fliissigen 
Entwickler, je nach verwendetem Harzsystem mit organischen 
Losungsmitteln Oder wassrig-alkalisch, die unbelichteten 
Bereiche der zweiten Reaktionsharzschicht 8 entfernt, wobei 
die Dachstrukturen 10 verbleiben. 

Im nachsten Schritt werden nun die von den Dachstrukturen 10 
nicht bedeckten Bereiche der Kunststof f f olie 7 entfernt, 
beispielsweise durch eine kurzzeitige veraschende Behandlung 
in einem geeigneten, z.B. sauerstof f haltigen Plasma. Bei 
diesem Atzschritt werden die f reiliegenden unbedeckten 
Bereiche der Kunststof f olie 7 vollstandig entfernt. 
Gleichzeitig findet ein teilweiser Schichtabtrag der 
Dachstrukturen 10 statt . Figur 8 zeigt als Ergebnis die 
vollstandig verkapselte Bauelementstrukturen 2, wobei die 
Verkapselung aus der Rahmenstruktur 6 und der Dachstruktur 10 
mit dazwischen liegenden Resten der Hilfsfolie 11 besteht. 
Die Bauelementstrukturen 2 sind nun hermetisch versiegelt und 
beispielsweise gegen weitere aggressive Verf ahrensschritte 
geschutzt. Moglich ist es auch, die Bauelemente auf dieser 
Stufe zu vereinzeln, indem das Substrat 6 zwischen den 
Bauelementstrukturen bzw. den Verkapselungen zerteilt wird, 
was beispielsweise durch Sagen erfolgen kann. 

3 0 Figur 9 zeigt in einer schematischen Draufsicht die Anordnung 
der Rahmenstruktur en 6 um die empf indlichen 
Bauelementstrukturen 2, die hier nur schematisch in Form 
eines Maanders dargestellt sind. Die empf indlichen 
Bauelementstrukturen konnen viber Leiterbahnen mit 

35 elektrischen Anschlussf lachen 12 auf dem Substrat 1 verbunden 
sein. Die Rahmenstruktur 6 wird dann so angeordnet, dass die 
empf indlichen Bauelementstrukturen 2 umschlossen sind, die 



5 



10 



20 
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Anschlussf lachen 12 ggf . samt Teilen der elektrischen 
Zuleitungen dafur aber auteerhalb der Rahmenstruktur 6 liegen. 
Ein Teil der elektrischen Zuleitungen wird dabei von der 
Rahmenstruktur uberdeckt . Nach dem Aufbringen der 
5 Dachstrukturen 11, 10, die in ihren Auteenbegrenzungen mit dem 
Umfang der Rahmenstrukturen 6 iiberein stimmen, bleiben dann 
auch die elektrischen Anschlussf lachen 12 zuganglich und 
konnen von auSen kontaktiert werden. Dies kann beispielsweise 
durch Flip-Chip-Bonden erfolgen, wobei die 
10 Anschlussf lachen 12 iiber sog. Bumps mit einer Basisplatte 

verbunden werden. Moglich ist es jedoch auch, die Verbindung 
des Bauelementes iiber die Anschlussf lachen 12 mit Hilfe von 
Bonddrahten vorzunehmen. 

15 Bevorzugt ist die weitere Verarbeitung mitt-els Flip-Chip- 
Bonden, bei der die empf indlichen Bauelementstrukturen auf 
der zur Basisplatte gewandten Oberflache des Substrats 
liegen, und dadurch zusatzlich geschiitzt werden. Durch 
zusatzliches Abdichten der Zwischenraume zwischen Substrat 1 

20 und Basisplatte (in der Figur nicht dargestellt) kann das 
Bauelement weiter versiegelt werden. 

Obwohl die Erfindung nur anhand eines Ausf uhrungsbeispiels 
beschrieben wurde, ist sie nicht auf dieses beschrankt . 

25 Vielmehr ist moglich, mit Hilfe der Erfindung auch andere 
Bauelemente zu verkapseln, wobei auch andere 
Substratmaterialien, andere Reaktionsharze oder eine andere 
Art der Belichtung eingesetzt werden konnen. Die Art des zu 
verkapselnden Bauelements beziehungsweise der zu 

30 verkapselnden Bauelementstrukturen bestimmt dabei auch die 
geometrische Dimension der Verkapselung, die in weiten 
Bereichen variiert werden kann. 



WO 01/59827 




PCT/DE01/00404 



10 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur selektiven Verkapselung empf indlicher 
Bauelementstrukturen (2) auf elektrischen Bauelementen 

5 mit den Schritten 

- Ganzf lachiges Auf schleudern einer flussigen licht- 
empf indlichen ersten Reaktionsharzschicht (3) auf die 
die empf indlichen Bauelementstrukturen aufweisende 
Oberflache des Bauelement- Substrates (1) 

10 - BildmaSiges Belichten und Entwickeln der ersten 

Reaktionsharzschicht, wobei eine die 
Bauelementstrukturen (2) umschliefiende 
Rahmenstruktur (6) verbleibt 

- Aufspannen einer Hilfsfolie (7) uber samtlichen 
15 Rahmenstrukturen (6) des Substrats (1) 

Erzeugen einer zweiten strukturierten Reaktions- 
harzschicht (10) auf der Oberflache der Hilfsfolie im 
Bereich uber der Rahmenstruktur (6) so, da£ mit den 
Rahmen (6) abschlieSende und mit diesen zusammen einen 
20 Hohlraum bildende Dachstrukturen (10) verbleiben 

- Entfernen der Hilfsfolie (7) in den f reiliegenden 
Bereichen zwischen den Dachstrukturen (10) . 

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , 

2 5 bei dem das Erzeugen der zweiten strukturierten 

Reaktionsharzschicht (8) die folgenden Schritte umf afit : 

- Ganzf lachiges Auf schleudern einer fliissigen licht- 
empf indlichen zweiten Reaktionsharzschicht (8) auf die 
Oberflache der Hilfsfolie (7) 

30 - Bildmafeiges Belichten und Entwickeln der zweiten 

Reaktionsharzschicht, wobei mit den Rahmen (6) 
abschlieSende und mit diesen zusammen einen Hohlraum 
bildende Dachstrukturen (10) verbleiben. 



35 3 . 



Verfahren nach Anspruch 2 , 

bei dem das bildmaSige Belichten von erster und/oder 
zweiter Reaktionsharzschicht (3,8) durch Abscannen mit 
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einem Laser (4) erf olgt . 

4 . Verf ahren nach Anspruch 1 oder 2 , 

bei dem die Entwicklung der belichteten ersten und/oder 
5 der zweiten Reaktionsharzschichten (3,8) mit einem 

flussigen Entwickler erf olgt . 

5 . Verf ahren nach Anspruch 1 , 

bei dem die zweite strukturierte Reaktionsharzschicht (8) 
10 mit einem Druckverf ahren strukturiert auf die Hilfsfolie 

(7) aufgebracht wird. 

6. Verf ahren nach Anspruch 5, 

bei dem die Dachstrukturen (10) mit einem Sieb- oder 
15 Schablonendruckverf ahren aufgebracht und anschliefeend 

gehartet werden. 

7. Verf ahren nach einem der Anspruche 1-6, 

bei dem als Hilfsfolie (7) eine diinne Kunststof f f olie 
20 verwendet wird. 

8. Verf ahren nach einem der Anspruche 1-7, 

bei dem die Hilfsfolie (7) mit den Rahmenstrukturen (6) 
verklebt oder verschweifct wird. 

25 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1-8, 

bei dem das Entfernen der zwischen den Dachstrukturen 
f reiliegenden Hilfsfolie (7) durch eine veraschende 
Behandlung mit einem Plasma erf olgt . 

30 

10. Verf ahren nach Anspruch 1-8, 

bei dem das Entfernen der zwischen den Dachstrukturen 
f reiliegenden Hilfsfolie (7) durch Behandlung mit einem 
Losungsmittel fur die Hilfsfolie erf olgt. 

35 

11. Verf ahren nach einem der Anspruche 1-10, 

bei dem beim bildmaSiges Belichten und Entwickeln der 
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12 

ersten Reaktionsharzschicht (3) zusatzlich zu den 
Rahmenstrukturen (6) noch Dampf ungsstrukturen 
herausgebildet werden. 



5 12.Verfahren nach einem der Anspruche 1-11, 

bei dem die Hilfsfolie (7) ausgewahlt ist aus Polyamid-, 
PET- oder Polycarbonatf olie und eine Dicke von 0,5-5 |im 
aufweist. 

10 13.Verfahren nach einem der Anspruche 1-12, 

bei dem erste und zweite Reaktionsharzschicht (3,8) ein 
UV-hartbares Epoxidharz umfassen. 

14 . Verkapselung fur ein elektrisches Bauelement mit 
15 empf indlichen Bauelementstrukturen (2) auf einem 

Subs t rat (1) , 

- mit einer die empf indlichen Bauelementstrukturen 

umschliefcenden Rahmenstruktur (6) aus einem geharteten 
Reaktionsharz auf dem Substrat und 
2 0 - mit einer Kappe, die die Rahmenstruktur (6) abdeckt und 

mit dieser einen Hohlraum ausbildend abschlieSt, 
bestehend aus einer Kunststof f f olie (11) und einer 
daruber angeordneten geharteten 
Reaktionsharzschicht (10) . 



25 



15 .Verkapselung nach Anspruch 11, 

bei der die Kunststof ff olie (7) einen Thermoplasten 
umfasst, ausgewahlt aus Polyamid- , PET- oder 
Polycarbonat . 



30 
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